
(D Germanium-pnp-Legierungstransistor 

Der NF-Transistor GC 101 (alte Bezeichnung OC 870 rauscharm) ist ein legier- 
ter Ge-pnp-Flächentransistor in der Bauform A 1 nach TGL 11811 (entspricht 
x TO-18-Gehäuse). 
Der Transistor ist für den NF-Bereich bestimmt, wobei dieses Bauelement als 

Vorstufentransistor mit höheren Anforderungen an die Grenzfrequenz und 
Rauschfaktor (< 10 dB) ausgelegt ist. 

Statische Kennwerte (für 9a = 25°C —5 grd) 

Kollektorrestströme 
—Icso = 1,5< 154uA 
—Ic8o = 50< 500uA 
—Iceo = 55< 800 uA 

Emitterreststrom 

—Ie8o = 50< 500uA 

EENEREZAN 

bei —Ucg= 6V 
bei —Ucg = 25 V 
bei —UcE= 6V 

bei —UgB =15V 
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Rauschmaß 
F =5<10dB 

bei —Uc= 1V 
fm = 1kHz 
Ry = 5000 
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Mittlere Kennlinien 

für &g = 25 °C 

GC 101 
(OC 870 rauscharm) 

Abmessungen 

Bauform A 1 nach TGL 11811 

Masse 0,4 g 
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Vierpolwerte in Emitterschaltung 

(bei —Uc=6V —Ic=2mA) 
fm =1kHz 
hite=0,6 (0,2...5kQ) 
hıze= 4-10-4 < 30+10-4 
hzze = 56 < 20048 
hz1e = 18...35 Stromverstärkungsgruppe a | 

29...55 Stromverstärkungsgruppe b Il 
45...88 Stromverstärkungsgruppe c IIl 
>T2 Stromverstärkungsgruppe d IIl 

Wärmewiderstand 

grd Rın S 1 mw 

Grenzwerte (für 9, = 45 °C) 

—Uc8o = 15V 
—UgB0 = 10V 

—c = 15mA 

9 = 75°C 
dı = 65°C 

Grenzfrequenz in Basisschaltung 

fpz16 = 2,1 > 1 MHz 

Bestellbezeichnung für einen Transistor der Strom- 

verstärkungsgruppe c 45...88: Transistor GC 101 c 
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Kollektoremitterspannung als Funktion des äußeren Basis- 
emitterwiderstandes


